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СВЧ – ДИАГНОСТИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ НА ОСНОВЕ  
КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕНОСА  
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
Методы СВЧ-диагностики полупроводников позволяют опреде-
лить такие фундаментальные параметры электронного переноса, как 
эффективную массу и время релаксации. Время релаксации  можно 
определить из частотной характеристики фазового сдвига в области 
частот ω, в которой ω ~1[1].  
Применение модели переноса носителей заряда на основе кинети-
ческого уравнения Больцмана позволяет свести определение холлов-
ской подвижности μH к измерению СВЧ – проводимости полупровод-
никового образца в двух взаимно перпендикулярных направлениях.  
Применение кинетической модели дает выражение для диэлек-
трической проницаемости облучаемого полупроводникового образца 
через функцию ( , , )
k k
L n m  от частоты, концентрации носителей 
k
n  и 
их эффективных масс 
k
m  в k-й энергетической долине, содержащую 
усредненное значение . Значения L можно вычислить, например, для 
Si, Ge и GaAs, используя известную зависимость  от энергии носите-
лей  (W). Экспериментальная проверка результатов расчета по кине-
тической модели проводилась по измерению фазового сдвига на СВЧ-
интерферометре в области частот 30-80 Ггц.  Сопоставление измерен-
ных и расчетных данных диэлектрической проницаемости показывает 
их удовлетворительное соответствие при использовании энергетиче-
ской зависимости времени релаксации 
1/2~ ( / )W kT , соответствую-
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